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(57) Abstract: The invention relates to a high-voltage PMOS transistor comprising an insulated gate electrode (18), a p-type source 
(15) in an n-type well (11), a p-type drain (14) in a p-type well (12), which is located in the n-type well, and a field oxide region 
^ (13) between the gate electrode and drain. The depth (A -B*) of the n-type well below the drain (14) is less than its depth below the 
source (15) and the greatest depth (A'-G) of the p-type well lies below the drain (14). 
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(57) Zusammenfassung: Bei einem Hochvolt-PMOS -Transistor mit einer isolierten Gate-Elektrode (18), einer p-leitenden Source 
(15) in einer n-leitenden Wanne (11), einem p-leitenden Drain (14) in einer p-leitenden Wanne (12), die in der n-Wanne angeordnet 
ist, und mit einem Feldoxidbereich (13) zwischen Gate-Elektrode und Drain, ist die Tiefe (A'-B') der n-leitenden Wanne unterhalb 
der Drain (14) geringer ist als unterhalb der Source (15) und die Tiefe (A'-C) der p-leitenden Wanne unterhalb der Drain (14) am 
grossten. 
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